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ジウム（6 月 12 日から京都で開催）にさきがけ、
Si-MOS デバイスの今後の方向性を示した発表が




















2.2 IBM、Intel の発表                 
 
2.2.1 IBM 



































る Strained Silicon Technologyは、80年代後半か
ら 90年代前半にかけて Direct Bonding SOI②（直
接貼合わせSOI）やSIMOX（酸素イオン注入SOI）
で作製されていた Thin-Film SOI MOSで既に観
測されていた現象と同じものである。Si に応力を








ルをキャリアとする p-channel MOS では逆にホー
ルの有効質量が増大してモビリティが落ち、同一













 MOS と、ホール（プラス電荷）をキャリアとする p-
channel MOSが組み合わされた、いわゆるCMOS

























































MOSでも n-channel MOS と p-channel MOSでは
ドライブ能力が違い、現状でも実は非常にバラン













る 。先の IEDM （ IEEE International Electron 


















高速トランジスタとしては 6 月 25 日に IBM より
210GHz で動作するトランジスタも発表されている








































られていた。しかし、Si MOS における SiO2 のような良好な
絶縁膜（酸化膜）を得ることが難しかったこと、p-channel
のトランジスタを作製して CMOS のような相補型の回路を
作ることが難しいこと、Si に比べて微細化が進まず、電子
の移動度の差ほどのアドバンテージが実際の素子では得
られなかったこと等の理由により、デジタル回路用の素子
としては衰退してしまった。衛星放送受信用、携帯電話等
のアナログ高周波通信用用途としては普及している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
